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' OBJETIVO(S) :

Objetivo General:
Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:

Aplicar el fundamento fisico de wuna de las técnicas més usadas para
caracterizar materiales cristalinos e interpretar un grafico de difracciédn
para determinar el tamafie y la forma de la celda unidad que presenta un!
sélido cristalino dado.

Objetivos Especificos:
1Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:

- Identificar los planos que poseen las celdas unidad de diferentes tipos de
red de Bravails. |

- Determinar el espaciamiento-d de los grupos de plancs qué conforman el
cristal. |

- Asignar los Indices de Miller a diferentes conjuntos de planos.

- Comprender las 1implicacicnes de la Ley de Bragg: para identificar la
posicidn  angular de los picos difractados y asi determinar cual plano {con
los 1ndices de Miller apropiados) produce un pico de difraccidén dado.

- Saber que la presencia de un pico de difraccidén (predicho por la ley de
Bragg} estd gobernada por reglas simples.

- Conocer aspectos elementales de difraccidn de rayos X de cristal.

- Conocer la diferencia entre difraccién de rayos X de Polvos y difraccidn de
raycs X de Cristal.
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CONTENIDO SINTETICO:

1. Planos de red. Indices de Miller y direcciones: Férmula del espaciamiento
interplanar (espaciamiento-d) . Planos de red y espaciamientos-—d.
Espaciamiento interplanar y Volumen de las celdas unidad.

2. Difraccidén de la radiacidn electromagnética: Interferencia constructiva vy
destructiva de ondas.

3. Generacidn de rayoc X: Radiacidén Kb, Kal vy Ka2Z2. Tubo de rayos X de
filamento. Longitudes de onda de rayos X de los materiales tarjeta méas
usados.

4. Difraccidn de la Luz por medio de una rejilla éptica: Interferencia
constructiva {reforzamiento) e Interferencia destructiva {(cancelacidn)

5. Cristales y difraccidén de rayos X: La ecuacidn de Laue. Ley de Bragg.
Multiplicidades. El1 experimento de difraccidén de rayos X.

6. El metodo de polvos:: Principios y uscs. Técnicas modernas de rayos X de
polvos: Difractémetros |

/. de polvos. Camaras de enfoque de Guinier. Mediciones de patrones de polvos
Yy comparacidn de Difractometria con los Métodos de Film: Espaciamiento-d.
Intensidades. Forma de los picos (perfiles de linea).

8. Difraccidn de polvos a altas temperaturas. Efecto del tamafioc del cristal
en lcs patrcones de (polvos: Medida del tamafo de particula. Efecto del
stress en un patron de polvos.

9. Refinamiento de los pardmetros de la celda Unidad e Indexacién de patrones
de polvos.

10. Fuentes de radiacidén de fondo (Fluorescencia).

11. Un patrdén de polvos es una huella digital de un cristal. Patrones de

polvos calculados a partir de los datos de la estructura del cristal.

12. Influencia de la simetria de cristal y multiplicidades en los patrones de

polvos. Patrones de polvos de fases mezcladas.

R}B. Rayos X de «cristal: Grupos puntuales. Grupos espaciales. Estructura
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cristalina.

14. Métodos de cristal simple: Principios y usos. Intensidades. Dispersiodon de
rayos - X por un atomo. Dispersidn de rayo X por un cristal. Intensidades:

Férmula general.

15, Calculo del modelo para CaF2Z2. Factores que afectan las intensidades.
Factores-R. Determinacidn de la estructura. Mapas de densidad
electrdédnica. -

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

1. Clase de teorla en forma de conferencia magistral.
Z. Clases en forma de taller individual © por equipo de alumnos.
3. Se recomlenda que sean dos sesiones de 3 horas por semana: Una sesidén de 3

h para teoria y una sesién de 3 h para practicas.

4. Se entenderd por sesidén de practicas aquella en la que los alumnos
realizarén experimentos de rayos X, 1nterpretaran los graficos de
difraccion ocbtenidos , en el laboratorio > resolverdn ejercicios
relacionados, bajo la asesoria del profesor.

J. Se procurara que el alumno desarrolle la capacidad de trabajar en
equipo.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluacidn Global:
~ Sesidn de Teoria: Sera el promedio ponderado de las evaluaciones periddicas
(70%) y, a juicio del profesor una evaluacidén terminal.
- Sesidn de Practicas: Se evaluardn los resultados del laboratorio por medio
de un 1informe escrito de la actividad experimental y se considerara el
desempefo del alumno en el laboratorio (30%).

Evaluaci1dn de Recuperacidn:

- La UEA podréd aprobarse mediante una evaluacién de recuperacioén global ¢
complementaria a juicio del profesor y requiere inscripcién previa.
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1. Barret, C. R.; Nix, W. D.; Tetelman, A. S. The Principles of Enginéering
Materials; Prentice-Hall: New Jersey, 1973.
2. Cotton F. A. Chemical Applications of Group Theory; 3th edition,
Wiley-Iinterscience: New York 1990.
3. Cullity, B. D. Elements of X-Ray Diffraction; 2th edition, Addison-Wesley:
UsSaA, 1978. ' f
4. Jenkins, R.; Snyder, R. L. Introduction to X-ray Powder Diffractometry:
John-Wiley & Sons: New York, 1926 |
5. West, A. R. Solid State Chemistry and its Applications; John-Wiley & Sons:
- New York, 1984. - |
6. West, A. R. Baslic Solid State Chemistry:; 2th edition, John-Wiley & Sons:
New York, 19G9.
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